
プラズマ CVDグラフェンの成長初期過程観察 

Initial growth observation of plasma CVD graphene 
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はじめに：グラフェン膜の形成に関して、結晶核が成長し、膜として形成される過程を明

らかにすることは高品質グラフェン膜の合成を目指す上で非常に重要である。熱 CVD法に

よる成長過程に関しては多くの報告が挙げられている。
[1-3] しかし、プラズマ CVD法にお

けるグラフェン合成では、特徴の一つである高い成膜速度ゆえにグラフェンの成長初期過

程を観察することが非常に困難であった。そこで、本研究では銅箔内部に含まれる炭素及

び反応炉内部の環境下から供給される極微量な炭素原子を炭素源とし、核発生密度を低減

させ、低い成膜速度を実現することでプラズマ CVD法においてもグラフェン核結晶の成長

初期過程を観察できるのではないかと考えた。 

実験 : 2.45 GHzの表面波マイクロ波プラズマ CVD装置

に銅箔基材のジュール加熱装置を組み込み、基材を加熱

処理しながら銅箔基板に含まれる炭素原子と反応炉内部

の環境下から供給される炭素源を用いて合成を行った。 

結果および考察 : 図 1(a)および(b)に銅箔表面を SEMに

より観察した結果を示す。(a)はプラズマ照射なし、(b)は

プラズマ照射 5秒後の表面である。プラズマを 5秒間照

射した後の表面にはコントラスト差が明瞭に観察された。

このコントラスト差はプラズマ照射によってグラフェン

の核形成が起こり、観察できたものだと考えられる。 

結論 : プラズマCVD法によるグラフェン合成において、

炭素源供給の低減による低成膜速度により、プラズマ

CVDグラフェンの成長初期過程の観察に成功した。 
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図 1：銅箔表面の SEM観察像 
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